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2. Ce RAPPORT comprend 4 feuilles, y comprls la pr6sente feuiile de couverture. 

^ II est accompagne d'ANNEXES, c'est-^-dlre de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui 
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RAPPORT D'EXAMEN 

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL Demande Internationale PCT/FR 03/50 1 73 

I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande Internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete 
remises & I'office recepteur en reponse ^ une invitation faite conformement a I'article 14 sont consid^rees, dans 
le present rapport , comme "initialement depos6es" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'eiies ne 
contiennent pas de modifications (regies 70, 16 et 70. 17)) : 

Description, Pages 

1 -30 telles qu'inltialement deposSes 
Revendications, No. 

1 -1 0 regueCs) le 24.01 .2005 avec lettre du 24.01 .2005 
Dessins, Feuilles 

1/6-6/6 telles qu'initialement deposees 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de Tadministration 
ou lui ont 6X6 remis dans la langue dans laquelle la demande Internationale a ete deposee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces Sl^ments etaient a la disposition de Tadministratlon ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qul est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche Internationale (selon la r&gle 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande Internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire Internationale (selon la regie 55.2 ou 

55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide aminesdivulguees dans la demande 
internationaie (le cas echeant), I'examen preliminaire Internationale a ete effectu^ sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande Internationale, sous forme ^crite. 

□ depose avec la demande internationaie, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrlte. 

□ remis ulterieurement a Tadministration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposSe, a ete fournle. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont Identiques 
a celles du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraine I'annuiation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5. □ Le present rapport a ete formula abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete conslderees 

comme allant au-dela de l'expos6 de I'lnventlon tel qu'il a 6X6 d6pos6, comme il est indiqu6 ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 
et annexSe au present rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon {'article 35(2) quant a la nouveaute, Tactivite inventive. et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 



Nouveaute 


Oui: 


Revendications 


6.10 




Non: 


Revendlcations 


1-5,7-! 


Activite inventive 


Oui: 


Revendications 






Non: 


Revendications 


6,10 


Possibilite d'application Industrielle 


Oui: 


Revendications 


1-10 




Non: 


Revendications 





2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernant le point V. 

1 . II est fait reference aux documents suivants dans la presente notification: 

D1 : US 6 246 091 B1 (RODDER MARKS) 12juin 2001 (2001-06-12), 

D2 : US 6 323 525 B1 (NOGUCHI MITSUHIRO ET AL) 27 novembre 2001 (2001- 
11-27). 

D3: US-B1 -6 346 450 (MARTIN FRANCOIS ET AL) 1 2 f evrier 2002 (2002-02-1 2). 



2. La presente demande ne remplit pas les conditions enoncees dans ['Article 33(1) 
PCT, I'objet des revendications 1-5 et 7-9 n'etant pas conforme au critere de nouveaute 
defini par TArticle 33(2) PCT. 

2.1 Le document D1 (figure 2) decrit un transistor MIS et son precede de fabrication ainsi 
qu'une structure de grille en forme de T enrobee dans un "materiau de forme". 

II est note que la couche (114) n'est pas seulement consideree comme "materiau de 
forme", mais aussi les espaceurs qui recouvrent la barre verticale du T, les parties 
inferieures et laterales de la barre horizontale et aussi la zone de pied de la structure en T. 
Pour cette raison, les caracteristiques des revendications 1-5 et 7-9 sont connues du 

D1. 

2.2 De plus les caracteristiques des revendications 1 et 8 sont connues au vue du 
document D3 (figure 9). 



3. Les caracteristiques des revendications 6 et 10 sont connues de D2 (col. 22, lignes 
17,18). Uinclusion de ces caracteristiques dans le MISFET decrit dans le document D1 
constitue pour la personne du metier une mesure nonmale sans activite inventive. 
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1 

u 

REVENDICATIONS 
1. Transistor MIS (1) auto-align6 ayant une 
zone de source (16^30, 34) et une zone de drain 
(18,32,36) de part et d'autre d'une zone de canal (20), 
5 ainsi qu'une structure de grille en .forme de T compos6e 
d'une barre verticale (6) situ6e au dessus de la zone 
de canal (20, surmontee d'une barre horizontale (8) 
depassant de part et d'autre de la barre verticale (6), 
cette barre horizontale (8) ayant une partie inf^rieure 

10 (81), une partie laterale (82) et une partie sup^rieure 
(83), la structure de grille etant constitute par un 
empilement de une ou plusieurs couches conductrices 
(69), une zone de pied de la structure de grille 6tant 
d6finie coiratie 6tant autour du pied de la barre 

15 verticale (6) du T, transistor dans lequel la structure 
de grille est enrobee dans un materiau de forme (14), 
ce mattriau recouvrant la barre verticale (6) du T, et 
les parties inf6rieure (81) et lat6rale (82) de la 
barre horizontale (8) du T, 

20 caract6ris6 en ce que ledit mat6riau (14) de 

forme recouvre aussi la zone de pied de la structure en 
T. 

2, Transistor MIS (1) auto-aligne selon la 
revendication 1, caract6ris6 en ce que la zone de pied 

25 recouverte par le materiau de forme (14) s'etend au 
dessus des zones de source (16,30, 34) et de drain 
(18,32,36) . 

3. Transistor MIS (1) auto-aligne selon 1 ' une 
des revendications 1 ou 2, caracteris6 en ce que des 

30 premieres zones d' extension (42, 44) entre les zones de 
canal (20) et de source et drain (16, 18) 
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respectivement ont un dopage de meme nature que les 
zones de sources et drain (16, 18) mais plus faible. 

4. Transistor MIS (1) auto-aligne selon I'une 
des revendications 1 ou 2, caract6ris6 en ce que des 

5 secondes zones d' extension (45, 46) entre les zones de 
canal (20) et de source et drain (16, 18) 
respectivement ont un dopage de nature oppose a celui 
des zones de sources et drain. 

5. Transistor MIS (1) auto-aligne selon la 
10 revendication 3, caracterise en ce que des secondes 

zones d* extension (45, 46) entre les premieres zones 
d' extension (42, 44) et la zone de canal (20) 
respectivement ont un dopage de nature oppose ii celui 
des zones de sources et drain (16, 18) . 

15 6- Transistor MIS (1) auto-alighe selon I'une 

des revendications 1 A 5, caract6ris6 en ce que le 
materiau de forme est du nitrure de silicium (Si3N4) ou 
de I'afnie (HfOa) ou de I'oxyde de zirconium (Zr02) ou 
de I'alumine (AI2O3) . 

20 7. Transistor MIS (1) auto~align6 selon I'une 

des revendications l a 6, caracterise en ce que 
I'empilement de couches constituant la structure de 
grille logee dans le materiau de forme (14) est du 
silicium polyintrinseque ou un metal. 

25 8. Precede de fabrication sur un substrat (2) 

de semiconducteur d'au moins un transistor MIS (1) 
auto-aligne ayant une zone de source (16,30,34) et une 
zone de drain (18,32,36) de part et d' autre d'une zone 
de canal (20), ainsi qu'une structure de grille de 

30 faible r§sistivit§ en forme de T composee d'une barre 
verticale (6) situ6e au dessus de la zone de canal 
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(20), surmont6e d*une barre horizontale (8) depassant 
de part et d'autre de la barre verticale (6), cette 
barre horizontale (8) ayant une partie inf6rieure (81), 
une partie lat6rale (82) et une partie sup6rieure (83), 
5 la structure de grille 6tant constitute par un 
empilement de une ou plusieurs couches conductrices 
(69) , une zone de pied de la structure de grille 6tant 
definie comme etant autour du pied de la barre 
verticale (6) du T, le precede comportant une 6tape de 

10 realisation d'une forme pleine ayant la forme en T de 
la grille que l*on veut realiser, et I'enrobage de 
cette forme dans un mater iau (14) de forme, ce matSriau 
(14) de forme enrobant la surface lat6rale (62) de la 
barre verticale (6) du T, les surfaces inf6rieure (81) 

15 et lat6rale (82) de la barre horizontale du T 

caract6ris6 en ce que ledit materiau de 'forme 
(14) recouvre aussi la zone de pied de la structure de 
grille definitive. 

9. Proc6d6 selon la revendication 8 
20 caracterise en ce que le materiau de forme recouvre une 

. partie au moins des zones de source et de drain (16, 
18) . 

10. Precede selon 1 ' une des revendications 8 
ou 9 caract6rise en ce que le materiau de forme est du 

25 nitrure de silicium (Si3N4) ou de I'afnie- (Hf02) ou de 
I'oxyde de zirconium (ZrOa) ou de I'alumine (AI2O3) . 
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